
LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러

1 특징

• 기능적 안전 지원
– 기능적 안전 시스템 설계를 지원하는 문서 제공

• 배터리 애플리케이션을 위한 넓은 입력 작동 범위
– 작동 전압 범위 3.5V~45V
– BIAS = VCC일 때 2.97V~16V
– BIAS ≥ 3.5V일 때 최소 부스트 공급 전압 1.5V
– 최대 50V의 입력 과도 보호

• 배터리 소모 최소화
– 낮은 셧다운 전류(IQ ≤ 2.6µA)
– 낮은 작동 전류(IQ ≤ 480µA)

• 작은 솔루션 크기와 저비용
– 최대 스위칭 주파수 2.2MHz
– 12핀 WSON 패키지(3mm × 2mm)
– 일체형 오류 증폭기는 광커플러(플라이백) 없이 일차

측 조정을 허용합니다
– 크랭킹 시 언더슈트 최소화(시작-중지 애플리케이션)

• 낮은 전력 손실로 더 높은 효율
– 100mV ±7% 낮은 전류 제한 임계값
– 강력한 1.5A 피크 표준 MOSFET 드라이버
– 외부 VCC 공급 지원

• AM 대역 간섭 및 크로스토크(누화) 방지
– 선택 사항 클록 동기화
– 100kHz~2.2MHz에서 동적으로 프로그래밍 가능한 

스위칭 주파수
• 통합된 보호 기능

– 입력 전압에 대해 일정하게 유지되는 피크 전류 제한
– 선택 사항 히컵 모드 단락 보호( 장치 비교표 참조)
– 프로그래머블 라인 UVLO
– OVP 보호

– 열 셧다운
• 피드백 레퍼런스의 ±1% 정확도
• 프로그래밍 가능한 추가 기울기 보상
• 조정 가능한 소프트 시동
• PGOOD 표시등
• WEBENCH® 파워 디자이너를 지원하는 LM5155x를 

사용하여 맞춤형 설계를 만들어 보세요

2 애플리케이션

• 옵토커플러가 없는 다중 출력 플라이백
• LED 바이어스 전원
• 넓은 입력 부스트, SEPIC, 플라이백 전원 모듈
• 휴대용 스피커 애플리케이션
• 배터리 구동 부스트, SEPIC, 플라이백

3 설명

LM5155x(LM5155 및 LM51551) 장치는 입력 범위가 넓
은 비동기 부스트 컨트롤러로 피크 전류 모드 제어를 사용합
니다. 이 장치는 부스트, SEPIC 및 플라이백 토폴로지에서 
사용할 수 있습니다.

BIAS 핀이 VCC 핀에 연결된 경우 LM5155x는 최소 
2.97V의 1셀 배터리로 시동할 수 있습니다. BIAS 핀이 
3.5V를 초과하는 경우 1.5V의 낮은 입력 공급 전압으로 작
동할 수 있습니다.

제품 정보
부품 번호 패키지 (1) 본체 크기(공칭)
LM5155x WSON(12) 3.00mm × 2.00mm

(1) 전체 구입 가능한 패키지를 확인하려면 데이터 시트 끝 부분에 있는 
주문 가능 제품 부록을 참조하십시오.
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일반 부스트 애플리케이션
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5 설명(계속)
내부 VCC 레귤레이터는 최대 45V(절대 최대 50V)의 BIAS 핀 작동도 지원합니다. 스위칭 주파수는 외부 저항기 100 kHz부
터 2.2 MHz까지 동적 프로그래밍이 가능합니다. 2.2 MHz에서 스위칭하면 AM 대역 간섭이 최소화되며 작은 솔루션 크기와 
빠른 과도 응답을 지원합니다.

이 장치는 1.5A 독립형 MOSFET 드라이버와 낮은 100mV 전류 한도 임계값을 사용합니다 또한 이 장치는 효율 개선을 위해 
외부 VCC 공급 장치 사용을 지원합니다. 경부하 조건에서는 낮은 작동 전류와 펄스 스킵 작동으로 효율을 향상시킵니다.

이 장치에는 사이클별 전류 한도, 과전압 보호, 라인 UVLO, 과열 시 셧다운 등의 보호 기능이 내장되어 있습니다. 히컵 모드 
과부하 보호 기능은 LM51551 장치 옵션에서 사용할 수 있습니다. 추가 기능으로는 낮은 셧다운 IQ, 프로그래밍 가능한 소프
트 스타트, 프로그래밍 가능한 기울기 보상, 정밀 참조, 전력 양호 표시기 및 외부 클록 동기화 등이 있습니다.

6 장치 비교표

장치 옵션 히컵 모드 보호 내부 레퍼런스

LM5155 비활성화됨 1V

LM51551 지원 1V
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7 핀 구성 및 기능
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그림 7-1. 12핀 WSON DSS 패키지 (상면도) 

표 7-1. 핀 기능
핀

유형(1) 설명
번호 명칭

1 BIAS P VCC 레귤레이터에 대한 공급 전압 입력. 이 핀에서 PGND로 바이패스 커패시터를 연결합니다.

2 VCC P 내부 VCC 레귤레이터의 출력 및 MOSFET 드라이버의 공급 전압 입력. 이 핀에서 PGND로 세라믹 바이패스 
커패시터를 연결합니다.

3 게이트 O N채널 MOSFET 게이트 드라이브 출력. 짧고 낮은 인덕턴스 경로를 통해 N채널 MOSFET의 게이트에 직접 연
결합니다.

4 PGND G 전원 접지 핀. 낮은 인덕턴스의 넓고 짧은 경로를 통해 감지 저항의 접지 연결에 직접 연결합니다.

5 CS I 전류 감지 입력 핀. 짧은 경로를 통해 전류 감지 저항기의 양극측에 연결합니다.

6 COMP O 내부 트랜스컨덕턴스 오류 증폭기의 출력. 이 핀과 PGND 사이에 루프 보상 구성 요소를 연결합니다.

7 AGND G 아날로그 접지 핀. 넓고 짧은 경로를 통해 아날로그 접지면에 연결합니다.

8 FB I 오류 증폭기의 반전 입력. 부스트/SEPIC 토폴로지에서 출력 전압을 설정하려면 출력의 전압 분배기를 이 핀에 
연결합니다. 저압측 피드백 저항기를 AGND에 연결합니다.

9 SS I 소프트 스타트 시간 프로그래밍 핀. 외부 커패시터와 내부 전류 소스는 소프트 스타트 시 내부 오류 증폭기 레퍼
런스의 램프 속도를 설정합니다. 커패시터의 접지 연결을 AGND에 연결합니다.

10 RT I 스위칭 주파수 설정 핀. 스위칭 주파수는 RT와 AGND 사이의 단일 저항으로 프로그래밍됩니다.

11 PGOOD O 전력 양호 표시기. FB가 저전압 임계값보다 낮으면 낮아지는 오픈 드레인 출력입니다. 풀업 저항기를 시스템 전
압 레일에 연결합니다.

12 UVLO/EN/
SYNC I

기준이하 전압 록아웃 프로그래밍 핀. 컨버터 시동 및 셧다운 수준은 저항 분배기를 통해 이 핀을 공급 전압에 연
결하는 방법으로 프로그래밍할 수 있습니다. 내부 클록은 UVLO/EN/SYNC 핀에 음의 펄스 신호를 적용하여 외
부 클록에 동기화할 수 있습니다. 이 핀은 부동 상태로 두어서는 안 됩니다. 사용하지 않는 경우 BIAS 핀에 연결
하십시오. 저압측 UVLO 저항기를 AGND에 연결합니다.

— EP — 패키지의 노출된 패드. 노출된 패드는 열저항을 줄일 수 있도록 AGND와 큰 접지 구리판에 연결해야 합니다.

(1) G = Ground(접지), I = Input(입력), O = Output(출력), P = Power(전원)
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8 사양
8.1 최대 정격 절대값

권장 작동 접합부 온도 범위를 초과합니다(1)

최소값 최대값 단위

입력

BIAS-AGND -0.3 50

V

UVLO-AGND -0.3 VBIAS+0.3

SS-AGND(2) -0.3 3.8

RT-AGND(2) -0.3 3.8

FB-AGND -0.3 3.8

CS-AGND(DC) -0.3 0.3

CS-AGND(100ns 과도) -1

CS-AGND(20ns 과도) -2

PGND-AGND -0.3 0.3

출력

VCC-AGND -0.3 18(3)

V

GATE-AGND(100ns 과도) -1

GATE-AGND(50ns 과도) -2

PGOOD-AGND(4) -0.3 18

COMP-AGND(5) -0.3

접합부 온도, TJ (6) -40 150
°C

보관 온도, Tstg -55 150

(1) 최대 정격 절대값에 나열된 값 이상으로 응력을 가할 경우 제품이 영구적인 손상을 입을 수 있습니다. 이는 정격 응력으로 한정되며, 이것이 권장 작동 
조건에 열거되어 있는 조건 이외에 이러한 조건이나 그 외 다른 조건에서 장치의 기능적 작동을 의미하지 않습니다. 오랜 기간 동안 최대 정격 절대값에 
노출될 경우 디바이스 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.

(2) 이 핀은 외부 전압을 인가하도록 지정되지 않았습니다.
(3) 18V 또는 VBIAS + 0.3V 중 더 낮은 쪽
(4) VPGOOD>VBIAS일 때 최대 전류 싱크는 1mA로 한정됩니다.
(5) 이 핀에는 내부 최대 전압 클램프가 있으며, 이 클램프는 최대 1.6mA까지 처리할 수 있습니다.
(6) 높은 접합 온도는 작동 수명을 단축시킵니다. 접합 온도가 125°C를 초과하면 작동 수명이 단축됩니다.

8.2 ESD 정격

값 단위

V(ESD) 정전기 방전
HBM(인체 모델), ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 적합, 전체 핀(1) ±2,000

V
CDM(충전 장치 모델), JEDEC 사양 JESD22-C101 적합, 전체 핀(2) ±500

(1) JEDEC 문서 JEP155에 따르면 500V HBM은 표준 ESD 제어 프로세스를 통해 안전한 제조를 지원합니다.
(2) JEDEC 문서 JEP157에 따르면 250V CDM은 표준 ESD 제어 프로세스로 안전한 제조를 지원합니다.

www.ti.com
LM5155, LM51551

KOKS008E – DECEMBER 2018 – REVISED AUGUST 2023

Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated 문서 피드백 제출 5

Product Folder Links: LM5155 LM51551
English Data Sheet: SNVSB75

https://www.ti.com
https://www.ti.com/product/LM5155
https://www.ti.com/product/LM51551
https://www.ti.com/lit/pdf/KOKS008
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=KOKS008E&partnum=LM5155
https://www.ti.com/product/lm5155?qgpn=lm5155
https://www.ti.com/product/lm51551?qgpn=lm51551
https://www.ti.com/lit/pdf/SNVSB75


8.3 권장 동작 조건

(별도 명시가 없는 한) 권장 접합부 온도 범위 –40°C~125°C에서(1)

최소값 NOM 최대값 단위

VBIAS 바이어스 입력(2) 2.97 45 V

VVCC VCC 전압(3) 2.97 16 V

VUVLO UVLO 입력 0 45 V

VFB FB 입력 0 3.7 V

fSW 일반 스위칭 주파수 100 2200 kHz

fSYNC 동기화 펄스 주파수 100 2200 kHz

TJ 접합부 작동 온도 -40 125 °C

(1) 작동 정격은 장치가 기능하도록 의도된 조건을 말합니다. 사양 및 테스트 조건은 전기적 특성을 참조하세요.
(2) VCC가 BIAS로 직접 연결된 경우 BIAS 핀 작동 범위는 2.97V~16V입니다. VCC가 내부 VCC 레귤레이터로부터 공급되는 경우 BIAS 핀 작동 범위

는 3.5V~45V입니다.
(3) 이 핀 전압은 VBIAS + 0.3V 미만이어야 합니다.

8.4 열 정보

열 측정 규준(1)

LM5155x
단위DSS(WSON)

12핀

RθJA 접합부-주변 열 저항(LM5155EVM-BST) 40.8 °C/W

RθJA 접합부와 주변 간 열 저항 63.7 °C/W

RθJC(상단) 접합부와 케이스간(상부) 열저항 61.0 °C/W

RθJB 접합부와 기판간 열저항 32.1 °C/W

ψJT 접합부-상부 특성 매개 변수(LM5155EVM-BST) 1.5 °C/W

ψJT 접합부와 상부간 특성 매개변수 2.3 °C/W

ψJB 접합부-기판 특성 매개 변수(LM5155EVM-BST) 22.5 °C/W

ψJB 접합부와 기판간 특성 매개변수 31.9 °C/W

RθJC(봇) 접합부와 케이스간(하부) 열저항 11.2 °C/W

(1) 기존 및 새로운 열 측정 항목에 대한 자세한 사항은 반도체 및 IC 패키지 열 측정 항목(Semiconductor and IC Package Thermal Metrics) 애플리
케이션 보고서를 참조하세요.

8.5 전기적 특성

일반 값은 TJ = 25°C에 해당됩니다. 최저 및 최고 한도는 TJ = -40°C~125°C 범위에서 적용됩니다. 별도로 지정하지 않는 한, VBIAS = 12 
V, RT = 9.09 kΩ입니다.

매개변수 테스트 조건 최소값 일반 최대값 단위

공급 전류

ISHUTDOWN(BIAS) BIAS 셧다운 전류 VBIAS = 12V, VUVLO = 0V 2.6 5 uA

IOPERATING(BIAS) BIAS 작동 전류
VBIAS = 12V, VUVLO = 2V, VFB = VREF, 
RT = 220kΩ

480 540 uA

VCC REGULATOR
VVCC-REG VCC 조정 VBIAS = 8V, 부하 없음 6.5 6.85 7 V

VCC 조정 VBIAS = 8V, IVCC = 35mA 6.5 V

VVCC-UVLO(RISING) VCC UVLO 임계값 VCC 상승 2.75 2.85 2.95 V

VCC UVLO 히스테리시스 VCC 하락 0.063 V

IVCC-CL VCC 소싱 전류 제한 VBIAS = 10V, VVCC = 0V 35 105 mA

활성화

VEN(RISING) 임계값 활성화 EN 상승 0.4 0.52 0.7 V

VEN(FALLING) 임계값 활성화 EN 하락 0.33 0.49 0.63 V
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일반 값은 TJ = 25°C에 해당됩니다. 최저 및 최고 한도는 TJ = -40°C~125°C 범위에서 적용됩니다. 별도로 지정하지 않는 한, VBIAS = 12 
V, RT = 9.09 kΩ입니다.

매개변수 테스트 조건 최소값 일반 최대값 단위

VEN(HYS) 히스테리시스 활성화 EN 하락 0.03 V

UVLO/SYNC
VUVLO(RISING) UVLO / SYNC 임계값 UVLO 상승 1.425 1.5 1.575 V

VUVLO(FALLING) UVLO / SYNC 임계값 UVLO 하락 1.370 1.45 1.520 V

VUVLO(HYS) UVLO / SYNC 임계값 히스테리시스 UVLO 하락 0.05 V

IUVLO UVLO 히스테리시스 전류 VUVLO = 1.6V 4 5 6 uA

SS
ISS 소프트 스타트 전류 9 10 11 uA

SS 풀다운 스위치 RDSON 55 Ω

펄스 폭 변조

fsw1 스위칭 주파수 RT = 220kΩ 85 100 115 kHz

fsw2 스위칭 주파수 RT = 9.09kΩ 1980 2200 2420 kHz

tON(MIN) 최소 ON 타임 RT = 9.09kΩ 50 ns

DMAX1 최대 듀티 사이클 한도 RT = 9.09kΩ 80% 85% 90%

DMAX2 최대 듀티 사이클 한도 RT = 220kΩ 90% 93% 96%

전류 감지

ISLOPE 피크 기울기 보상 전류 RT = 220kΩ 22.5 30 37.5 uA

VCLTH 전류 제한 임계값(CS-PGND) 93 100 107 mV

히컵 모드 보호(LM51551)
히컵 활성화 사이클 64 사이클

히컵 타이머 초기화 사이클 8 사이클

오류 증폭기

VREF FB 레퍼런스 LM5155, LM51551 0.99 1 1.01 V

Gm 트랜스컨덕턴스 2 mA/V

COMP 소싱 전류 VCOMP = 1.2V 180 uA

COMP 클램프 전압 COMP 상승(VUVLO = 2.0V) 2.5 2.8 V

COMP 클램프 전압 COMP 하락 1 1.1 V

OVP
VOVTH 과전압시 문턱 전압 FB 상승(VREF 참조) 107% 110% 113%

과전압시 문턱 전압 FB 하락(VREF 참조) 105%

PGOOD
PGOOD 풀다운 스위치 RDSON 1mA 싱킹 90 Ω

VUVTH 기준전압 이하 임계값 FB 하락(VREF 참조) 87% 90% 93%

기준전압 이하 임계값 FB 상승(VREF 참조) 95%

MOSFET DRIVER
높은 상태 전압 강하 100mA 싱킹 0.25 V

낮은 상태 전압 강하 100mA 소싱 0.15 V

THERMAL SHUTDOWN
TTSD 과열 시 전원 차단 임계값 온도 상승 175 °C

과열 시 전원 차단 이력 15 °C
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8.6 일반적인 특징
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그림 8-1. 주파수 vs. RT 저항
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그림 8-2. 주파수 vs. 온도
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그림 8-3. VVCC vs. IVCC 
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그림 8-4. VVCC vs. VBIAS(무부하)
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그림 8-5. 피크 전류 제한 vs. 듀티 사이클
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그림 8-6. 전류 제한 임계값 vs. 온도
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그림 8-7. FB 참조 vs. 온도
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그림 8-8. EN 임계값 vs. 온도

VBIAS (V)

B
IA

S
 O

p
e

ra
ti
n

g
 C

u
rr

e
n

t 
(P

A
)

5 10 15 20 25 30 35 40 45
470

480

490

500

510

520

530

VFB=VREF, RT=221k:, VVCC=7V, COMP=1.75V

D009

그림 8-9. RT 전류를 포함한 OPERATING(BIAS) vs. VBIAS 
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그림 8-10. ISHUTDOWN(BIAS) vs. VBIAS 
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그림 8-11. ISHUTDOWN vs. 온도
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그림 8-12. tON(MIN) vs. 주파수
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그림 8-13. ISS vs. 온도
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그림 8-14. 피크 드라이버 전류 vs. VCC
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그림 8-15. UVLO 임계값 vs. 온도
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그림 8-16. 최대 듀티 사이클 vs. 주파수
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9 상세 설명
9.1 개요

LM5155x 장치는 입력 범위가 넓은 비동기 부스트 컨트롤러로 피크 전류 모드 제어를 사용합니다. 이 장치는 부스트, SEPIC 
및 플라이백 토폴로지에서 사용할 수 있습니다.

BIAS 핀이 VCC 핀에 연결된 경우 LM5155x는 최소 2.97V의 1셀 배터리로 시동할 수 있습니다. BIAS 핀이 3.5V보다 큰 경
우 최저 1.5V의 입력 공급 전압으로 작동할 수 있습니다. 또한 내부 VCC 레귤레이터는 으로 최대 45V(50V 절대 최대)까지 
BIAS 핀 작동을 지원합니다. 스위칭 주파수는 외부 저항기 100 kHz부터 2.2 MHz까지 동적 프로그래밍이 가능합니다. 2.2 
MHz에서 스위칭하면 AM 대역 간섭이 최소화되며 작은 솔루션 크기와 빠른 과도 응답을 지원합니다.

이 장치는 1.5A 독립형 MOSFET 드라이버와 낮은 100mV 전류 한도 임계값을 사용합니다 또한 이 장치는 효율 개선을 위해 
외부 VCC 공급 장치 사용을 지원합니다. 경부하 조건에서는 낮은 작동 전류와 펄스 스킵 작동으로 효율을 향상시킵니다.

이 장치에는 사이클별 전류 한도, 과전압 보호, 라인 UVLO, 과열 시 셧다운 등의 보호 기능이 내장되어 있습니다. 히컵 모드 
과부하 보호 기능은 LM51551 장치 옵션에서 사용할 수 있습니다. 추가 기능으로는 낮은 셧다운 IQ, 프로그래밍 가능한 소프
트 스타트, 프로그래밍 가능한 기울기 보상, 정밀 참조, 전력 양호 표시기 및 외부 클록 동기화 등이 있습니다.

9.2 기능 블록 다이어그램
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IUVLO

UVLO/

SYNC
+

±

+

±

VEN

VCC_EN

SYNC 

Detector Clock_Sync

TSD

VCC_OK

RUN

VSUPPLY

VUVLO

CSS

RUVLOT

RUVLOB

RFBT

RFBB

CVCC

OVP

GCOMP

RT

OVP

TSD

9.3 특징 설명

9.3.1 라인 기준전압 이하 록아웃(UVLO/SYNC 핀)

이 장치에는 이중 레벨 UVLO 회로가 있습니다. 전원을 켤 때 BIAS 핀 전압이 2.7V를 초과하고, UVLO 핀 전압이 활성화 임
계값(VEN)과 UVLO 임계값(VUVLO) 사이 범위에 있는 시간이 1.5µs를 초과하는 경우(자세한 사항은 섹션 9.3.5 참조) 장치가 
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시작되고 내부 구성이 개시됩니다. 이 장치는 보통 대기 모드로 전환되기 전에 65µs의 내부 시동 지연이 필요합니다. 대기 모
드에서는 VCC 레귤레이터와 RT 레귤레이터가 작동하고, SS 핀이 접지되며, GATE 출력에서는 스위칭이 없습니다.

IUVLO

UVLO/

SYNC
+

±

+

±

VEN

VCC_EN

VSUPPLY

VUVLO

RUVLOT

RUVLOB

RUN

그림 9-1. 라인 UVLO 및 활성화

UVLO 핀 전압이 UVLO 임계값보다 높으면 장치가 실행 모드로 들어갑니다. 실행 모드에서 VCC 전압이 4.5V보다 큰 경우, 
그리고 VCC 전압이 2.85V VCC UV 임계값(VVCC-UVLO)을 초과한 후 50μs가 경과하는 경우 등 두 가지 경우 중 더 이른 시
점에 소프트 스타트 시퀀스가 시작됩니다. UVLO 히스테리시스는 내부 50mV 전압 히스테리시스와 켜지거나 꺼진 추가 5μA 
전류 소스를 통해 달성됩니다. UVLO 핀 전압이 UVLO 기준값을 초과하면 전류 소스가 활성화되어 UVLO 핀의 전압을 빠르
게 상승합니다. UVLO 핀 전압이 UVLO 기준값 아래로 떨어지면 전류 소스가 비활성화되어 UVLO 핀의 전압이 빠르게 하락
합니다. UVLO 핀 전압이 활성화 임계값(VEN)보다 낮으면 장치는 35μs(일반)의 지연 후 모든 기능이 비활성화된 상태에서 
셧다운 모드로 전환됩니다.

UVLO

VCC

SS

VLOAD

GATE

2.7 V

0.55 V

2.85 V

50-µs 
VCC UV delay

1.5 V

1 V

SS

1 V
=

VLOAD(TARGET)

VLOAD

Shutdown

Standby

TSS

4.5 V

UVLO should be greater than
0.55 V more than 1.5 µs to start-up

1.5 µs

> 3 cycles

SS is grounded 
with 2 cycles 

delay

65-µs (typical)
internal start-up delay

BIAS
= VSUPPLY

그림 9-2. 부스트 시동 파형 케이스 1: 2.85V VCC UVLO로 시동, 시동 후 UVLO 토글
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BIAS
= VSUPPLY

UVLO

VCC

SS

GATE

2.7 V

0.52 V

2.85 V

50-µs 
VCC UV delay

1.5 V

1 V

SS

1 V
=

VLOAD(TARGET)

VLOAD

Shutdown

Standby

tSS

4.5 V

UVLO should be greater than 
0.55 V more than 1.5µs to start-up

1.5 µs

65-µs (typical)
internal start-up delay

SS is grounded 
with 2 cycles 

delay

> 35 µs

VLOAD

65-µs (typical)
internal start-up delay

그림 9-3. 부스트 시동 파형 케이스 2: VCC > 4.5V일 때 시동, 시동 후 EN 토글

외부 UVLO 저항 분배기는 입력 전압이 원하는 작동 범위에 있을 때 UVLO 핀의 전압이 1.5V(일반)보다 크도록 설계해야 합
니다. RUVLOT 및 RUVLOB 값은 방정식 1 및 방정식 2에서와 같이 계산하면 됩니다.

UVLO(FALLING)
SUPPLY(ON) SUPPLY(OFF)

UVLO(RISING)
UVLOT

UVLO

V
V V

V
R

I

u �

 

(1)

여기서

• VSUPPLY(ON)은 원하는 컨버터 시동 전압입니다.
• VSUPPLY(OFF)은 원하는 컨버터 끄기 전압입니다.

UVLO(RISING) UVLOT
UVLOB

SUPPLY(ON) UVLO(RISING)

V R
R

V V

u

 

�

(2)

시동 중, 또는 낮은 입력 전압에서 심한 부하 과도 중 일시적으로 입력 전압이 VSUPPLY(OFF) 아래로 떨어지는 경우 UVLO 커
패시터(CUVLO)가 필요합니다. 큰 UVLO 커패시터가 필요한 경우, 5μA 히스테리시스 전류가 켜졌을 때 UVLO 핀에서 전압
을 빠르게 높이기 위해 직렬 UVLO 저항기(RUVLOS)를 추가로 사용할 수 있습니다.
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VSUPPLY

RUVLOT

RUVLOB

RUVLOS

CUVLO

IUVLO

UVLO/SYNC

+

±
VUVLO

RUN

그림 9-4. UVLO 저항기 3개를 사용하는 라인 UVLO

UVLO 핀을 부동(떠 있는) 상태로 두지 마십시오. 사용하지 않는 경우 BIAS 핀에 연결하십시오.

9.3.2 고전압 VCC 레귤레이터(BIAS, VCC 핀)

이 장치에는 BIAS 핀에서 공급되는 내부 넓은 입력 VCC 레귤레이터가 있습니다. 넓은 입력 VCC 레귤레이터를 사용하면 
BIAS 핀을 3.5V~45V의 공급 전압에 직접 연결할 수 있습니다.

VCC 레귤레이터는 장치가 대기 모드 또는 실행 모드에 있을 때 켜집니다. BIAS 핀 전압이 VCC 레귤레이션 목표치보다 낮으
면 VCC 출력은 작은 드롭아웃 전압으로 BIAS를 추적합니다. BIAS 핀 전압이 VCC 레귤레이션 목표치보다 높으면 VCC 레
귤레이터는 N채널 MOSFET 드라이버에 6.85V 전원을 공급합니다.

VCC 레귤레이터는 최소 35mA 용량으로 VCC 핀에 연결된 커패시터에 전류를 공급합니다. 권장 VCC 커패시터 값은 
1μF~4.7μF입니다.

이 장치는 일반 구성에서 3.5V~45V의 넓은 입력 범위를 지원합니다. BIAS 핀을 VCC 핀에 직접 연결하면 장치는 
2.97V~16V의 입력을 지원합니다. 이 구성은 장치가 1셀 배터리로 시동할 때 권장됩니다.

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY (2.97V � 16V)

그림 9-5. 2.97V 시동(BIAS=VCC)

시동 후 최소 공급 전압은 그림 9-6에서 보는 것처럼 부스트 컨버터 출력이나 외부 전원 공급 장치에서 BIAS 핀을 공급하는 
방법으로 추가적으로 낮출 수 있습니다.
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BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

VLOAD

UVLO > VUVLO(RISING)

그림 9-6. 시동 후 최저 작동 전압 감소

플라이백 토폴로지에서는 추가 변압기 권선을 사용하여 VCC를 공급하는 방법으로 장치의 내부 전력 손실을 줄일 수 있습니
다. 이 구성에서 외부 VCC 공급 전압은 VCC 레귤레이션 목표치(VVCC-REG)보다 커야 하며, VCC 레귤레이터에는 VCC와 
BIAS 사이에 다이오드가 포함되어 있기 때문에 BIAS 핀 전압은 반드시 VCC 전압보다 커야 합니다.

VSUPPLY

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

그림 9-7. 외부 VCC 공급(BIAS ≥ VCC)

외부 VCC 바이어스 공급의 전압이 BIAS 핀 전압보다 큰 경우, 입력 전원 공급 장치에서 BIAS 핀으로 연결되는 외부 차단 다
이오드를 사용하여 외부 바이어스 공급 장치가 VCC를 통해 부스트 입력 공급 장치로 전류를 전달하는 것을 방지합니다.

9.3.3 소프트 스타트(SS 핀)

소프트 스타트 기능은 컨버터가 정상 상태 작동 지점에 점진적으로 도달하도록 함으로써 스타트업 응력과 서지를 줄여줍니다. 
장치는 FB 핀을 SS 핀 전압이나 내부 기준 중 더 낮은 전압으로 조정합니다.

시동 시 내부 10μA 소프트 스타트 전류 공급원(ISS)은 VCC 전압이 2.85VCC UV 임계값을 초과하고 50μs 후, 또는 VCC 
전압이 4.5V를 초과하는 시점 중 먼저 도달하는 시점에 켜집니다. 소프트 스타트 전류는 SS 핀에 연결된 외부 소프트 스타트 
커패시터의 전압을 점진적으로 증가시킵니다. 그 결과 출력 전압이 점진적으로 상승합니다. 히컵 모드 오프 타임 또는 열 셧다
운 중에 VCC가 VCC UVLO 임계값보다 낮고 UVLO가 UVLO 임계값보다 낮을 때 SS 핀은 내부 스위치에 의해 접지로 풀
다운됩니다.
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부스트 토폴로지에서 소프트 스타트 시간(tSS)은 입력 공급 전압에 따라 달라집니다. 부스트 토폴로지에서 소프트 스타트 시간
은 방정식 3에서와 같이 계산합니다.

tSS =
CSS

ISS
× (1 �

VSUPPLY

VLOAD
) × VREF

(3)

SEPIC 토폴로지에서 소프트 스타트 시간(tSS)은 다음과 같이 계산합니다.

tSS =
CSS

ISS
×VREF 

(4)

TI는 컨버터가 과전류 상태로 전환되지 않고 시동할 수 있도록 충분히 긴 소프트 스타트 시간을 선택할 것을 권장합니다. 자세
한 정보는 섹션 9.3.10을(를) 참고하세요.

그림 9-8은(는) 플라이백 토폴로지에서 1차측 소프트 스타트의 구현을 보여줍니다.

FB COMPSS

그림 9-8. 플라이백에서 1차측 소프트 스타트

그림 9-9은(는) 플라이백 토폴로지에서 2차측 소프트 스타트의 구현을 보여줍니다.
VLOAD

Secondary Side 

Soft-start

그림 9-9. 플라이백에서 2차측 소프트 스타트

9.3.4 스위칭 주파수(RT 핀)

장치의 스위칭 주파수는 RT와 AGND 핀 사이에 연결된 단일 RT 저항기로 설정할 수 있습니다. RT 스위칭 주파수(fRT)를 설
정하기 위한 저항값은 방정식 5에 나와 있는 방법으로 계산합니다.

10

T
RT(TYPICAL)

2.21 10
R 955

f

u
 �

(5)

장치가 활성화되면 RT 핀은 내부 RT 조정기에 의해 0.5V로 조정됩니다.
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9.3.5 클록 동기화(UVLO/SYNC 핀)

UVLO/SYNC 핀을 풀다운하여 장치의 스위칭 주파수를 외부 클록에 동기화할 수 있습니다. 장치의 내부 클록은 하강 에지에
서 동기화되지만, 최대 듀티 사이클 한도에 따라 결정되는 강제 오프 타임 중에는 하강 에지 입력을 무시합니다. 외부 동기화 
클록은 UVLO/SYNC 핀 전압을 반드시 1.45V(일반) 미만으로 끌어내려야 합니다. 풀다운 펄스의 듀티 사이클은 제한되지 않
지만, 최소 풀다운 펄스 폭은 150ns보다 커야 하고 최소 풀업 펄스 폭은 250ns보다 커야 합니다. 그림 9-10은(는) 원격 셧다
운 기능의 구현 모습입니다. UVLO 핀은 개별 MOSFET 또는 MCU의 오픈 드레인 출력을 통해 풀다운할 수 있습니다. 이 구
성에서 장치는 UVLO 핀이 접지된 후 즉시 스위칭을 중지하고, UVLO 핀이 접지된 후 35μs(일반) 후에 장치를 셧다운합니
다.

UVLO/SYNC

VSUPPLY

MCU

SHUTDOWN

그림 9-10. UVLO와 셧다운

그림 9-11 은(는) 셧다운과 클록 동기화 기능이 함께 구현된 모습입니다. 이 구성에서는 UVLO 핀이 접지되면 장치가 즉시 스
위칭을 중지하고, fSYNC가 35μs(일반)보다 더 길게 High 로직 상태로 유지(UVLO가 35 µs(일반)보다 더 길게 Low 로직 상
태 유지)되면 장치가 셧다운됩니다. 장치 활성화 이후에 클록 펄스가 공급되는 경우 장치는 fSYNC에서 실행됩니다.

UVLO/SYNC

VSUPPLY

MCU

FSYNC

그림 9-11. UVLO, 셧다운 및 클록 동기화

그림 9-13 및 그림 9-14은(는) 대기와 클록 동기화 기능이 함께 구현된 모습입니다. 이 구성에서는 fSYNC가 High 로직 상태로 
유지되는 경우 장치가 즉시 스위칭을 중단하고, fSYNC가 2개 스위칭 주기보다 더 길게 High 로직 상태로 유지되는 경우 대기 
모드로 전환됩니다. 클록 펄스가 공급되는 경우 장치는 fSYNC에서 실행됩니다. 장치는 UVLO 핀 전압이 활성화 임계치를 초
과하는 시간이 1.5µs를 초과하는 경우 활성화될 수 있기 때문에, 장치가 활성화되기 전에 시동 시점부터 외부 클록 동기화 펄
스가 공급되는 경우 그림 9-13 및 그림 9-14의 구성을 권장합니다. 동기화 펄스의 듀티 사이클이 50%를 초과하는 경우 이러
한 1.5µs 요구 사항은 완화될 수 있습니다. 그림 9-12은(는) 동기화 펄스로 시작하는 데 필요한 최소 듀티 사이클을 나타냅니
다. 스위칭 주파수가 1.1MHz을 초과하는 경우, UVLO 핀 전압은 외부 동기화 펄스를 적용하기 전에 1.5μs 보다 긴 시간 동
안 활성화 임계값보다 큰 상태로 유지되어야 합니다.
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그림 9-12. SYNC로 시작하는 데 필요한 듀티 사이클

UVLO/SYNC

VSUPPLY

MCU

FSYNC

>0.7V

그림 9-13. UVLO, 대기 및 클록 동기화(a)

MCU

FSYNC

UVLO/SYNC

VSUPPLY

그림 9-14. UVLO, 대기 및 클록 동기화(b)

UVLO 기능이 필요 없는 경우 MCU의 푸시풀 출력 1개를 사용해 셧다운 및 클록 동기화 기능을 동시에 구현할 수 있습니다. 
이 구성에서는 fSYNC가 Low 로직 상태를 유지하는 시간이 35μs(일반)를 초과하는 경우 장치가 셧다운됩니다. fSYNC가 High 
로직 상태를 유지하는 시간이 1.5µs를 초과하는 경우 장치가 활성화됩니다. 장치 활성화 이후에 클록 펄스가 공급되는 경우 
장치는 fSYNC에서 실행됩니다. 또한 이 구성에서는 BIAS를 공급한 후 외부 클럭 펄스를 인가하는 것을 권장합니다. 전류 제한 
저항을 사용하여 UVLO 핀으로 흐르는 전류를 1mA 미만으로 제한하면 바이어스가 공급되기 전에 외부 클록 펄스를 공급할 
수 있습니다( 그림 9-15 참조).
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UVLO/SYNC

MCU

FSYNC

10 

그림 9-15. 셧다운 및 클록 동기화

그림 9-16에서는 외부 회로를 이용한 반전 활성화 구현을 보여줍니다.

UVLO/SYNC

VSUPPLY

LMV431

그림 9-16. 반전 UVLO

외부 클록 주파수(fSYNC)는 반드시 fRT(일반)의 +25% ~ –30% 이내여야합니다. 최대 듀티 사이클 한도와 기울기 저항기
(RSL)을 통한 피크 전류 제한은 클록 동기화의 영향을 받기 때문에 클록 동기화 기능을 사용할 때 특별히 주의해야 합니다. 자
세한 사항은 섹션 9.3.6, 섹션 9.3.7 및 섹션 9.3.11을(를) 참조하십시오.

9.3.6 전류 감지 및 기울기 보상(CS 핀)

이 장치는 저압측 전류 감지 기능을 갖추고 있으며 고정 및 선택 사항 프로그래밍 가능 기울기 보상 램프를 모두 제공하기 때
문에 높은 듀티 사이클에서 저조파 진동을 방지하는 데 유용합니다. 고정 및 프로그밍 가능한 기울기 보상 램프가 PWM 작동
을 위해 감지된 인덕터 전류 입력에 추가되지만, 감지된 인덕터 전류 입력에는 프로그래밍 가능한 기울기 보상 램프만 추가됩
니다(그림 9-17 참조). 입력 공급 전압에서 정확한 피크 전류 제한 작동을 위해 TI는 고정 기울기 보상만 사용하는 것을 권장
합니다(그림 8-5 참조).

이 장치는 외부 기울기 저항기(RSL) 와 기울기가 30 μA × fRT인 톱니파 전류 공급원을 사용해 프로그래밍 가능한 기울기 보
상 램프를 생성할 수 있습니다. 이 전류는 CS 핀에서 흘러나옵니다.
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CS
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±
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±

VCS1

VCSTH

VCS2

PWM 

Comparator

Current Limit

Comparator

COMP

GCOMP

RF (optional)

CF (optional)

RSL(optional)

=0.142
VSLOPE + offset

RCOMP

CCOMP

CHF
(optional)

그림 9-17. 전류 감지 및 기울기 보상

Sensed Inductor 

Current (RS × ILM)

Fixed Slope 

Compensation 

Ramp
VSLOPE × D + 0.17V

Programmable Slope 

Compensation Ramp

ISLOPE × RSL × DV

그림 9-18. PWM 콤퍼레이터 입력에서의 기울기 보상 램프 
(a)

Sensed Inductor 

Current (RS × ILM)

Programmable Slope 

Compensation Ramp

V

ISLOPE × RSL × D

그림 9-19. 전류 제한 콤퍼레이터 입력에서의 기울기 보상 램
프 (b)

방정식 6을(를) 사용해 피크 기울기 전류값(ISLOPE)을 계산하고 방정식 7을(를) 사용해 피크 기울기 전압값(VSLOPE)을 계산
합니다.

RT
SLOPE

SYNC

f
I 30 A

f
 P u

(6)

RT
SLOPE

SYNC

f
V 40mV

f
 u

(7)

여기서

• 클록 동기화가 사용되지 않는 경우 fSYNC = fRT.

피크 전류 모드 제어 이론에 따르면, 높은 듀티 사이클에서 서브 고조파 진동을 방지하기 위해서는 보정 램프의 기울기가 감지
된 인덕터 전류 하강 기울기의 절반 이상이어야 합니다. 따라서 부스트 토폴로지에서 기울기 보상 최소량은 다음과 같은 부등
성을 충족해야 합니다.

� �LOAD F SUPPLY
S SW

M

V V V
0.5 R Margin 40mV f

L

� �
u u u � u

(8)
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여기서

• VF는 외부 다이오드 D1의 순방향 전압 강하입니다.

비이상적 요인을 포괄하는 권장 마진값은 1.2입니다. 필요한 경우 RSL을 추가하여 보상 램프의 기울기를 더 높일 수 있습니
다. 보통 감지된 인덕터 전류 하강 기울기의 82%가 기울기 보상의 최적량으로 알려져 있습니다. 감지된 인덕터 전류 하강 기
울기의 82%를 달성하려면 RSL 값을 방정식 9에 보이는 것처럼 계산해야 합니다.

� �
� �LOAD F SUPPLY

S SL SW

M

V V V
0.82 R 30uA R 40mV f

L

� �
u u  u � u

(9)

클록 동기화를 사용하지 않는 경우 fSW 주파수는 fRT 주파수와 동일합니다. 클록 동기화를 사용하는 경우 fSW 주파수는 fSYNC 
주파수와 동일합니다. RSL 저항 최대값은 2kΩ입니다.

9.3.7 전류 제한 및 최소 ON 시간(CS 핀)

이 장치는 인덕터 전류와 프로그래밍 가능한 기울기 보상 램프의 합이 전류 제한 임계값(V CLTH)에 도달하면 MOSFET을 끄
는 주기별 피크 전류 제한 보호 기능을 제공합니다. 정상 상태에서 피크 인덕터 전류 한도(IPEAK-CL)는 방정식 10에서와 같이 
계산합니다.

RT
CLTH SL

SYNC
PEAK CL

S

f
V 30 A R D

f
I

R
�

� P u u u

 

(10)

실제 듀티 사이클은 MOSFET과 감지 저항기의 전압 강하로 인해 예상된 것보다 큽니다. 예상 듀티 사이클은 방정식 11에서
와 같이 계산합니다.

SUPPLY

LOAD F

V
D 1

V V
 �

�
(11)

부스트 컨버터에는 고압측 전력 다이오드(D1)를 통해 공급 장치에서 부하까지 자연스러운 통과 경로가 있습니다. 이 경로와 
장치의 최소 ON 타임 제한으로 인해 부스트 컨버터는 출력 전압이 입력 공급 전압에 가깝거나 낮을 때 전류 제한 보호 기능을 
제공할 수 없습니다. 최소 ON 시간은 그림 8-12에 나와 있으며 방정식 12에서와 같이 계산합니다.

15

ON(MIN)
6

T

800 10
t

1
4 10

8 R

�

�

u
|

� u
u

(12)

필요한 경우 CS 핀에 소형 외부 RC 필터(RF, CF)를 추가하여 전류 감지 신호의 큰 리딩 에지 스파이크를 극복할 수 있습니
다. 10Ω~200Ω 범위 내에서 RF 값을 선택하고 100pF~2nF 범위 내에서 CF 값을 선택합니다. 이 RC 필터의 효과로 인해 
ON 타임이 2 × RF × CF 미만인 경우 피크 전류 제한이 유효하지 않습니다. OFF 타임 동안 CF를 완전히 방전시키려면 RC 
시상수가 다음 부등식을 만족해야 합니다.

F F

SW

1 D
3 R C

f

�
u u �

(13)

9.3.8 피드백 및 오류 증폭기(FB, COMP 핀)

피드백 저항 분배기는 높은 출력 저항(RO = 10 MΩ) )과 넓은 대역폭(BW = 7MHz)을 특징으로 하는 내부 트랜스컨덕턴스 
오류 증폭기에 연결됩니다. 내부 트랜스컨덕턴스 오류 증폭기는 FB 핀과 SS 핀 전압 간의 차이, 또는 내부 레퍼런스 중 더 낮
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은 값에 비례하는 전류를 공급합니다. 내부 트랜스컨덕턴스 오류 증폭기는 정상 작동 중에 대칭적인 소싱 및 싱킹 기능을 제공
하고, FB가 OVP 임계값보다 클 때 싱킹 기능을 감소시킵니다.

출력 조정 대상을 설정하려면 방정식 14에서 보는 것처럼 피드백 저항 값을 선택합니다.

FBT
LOAD REF

FBB

R
V V 1

R

§ ·
 u �¨ ¸

© ¹ (14)

오류 증폭기의 출력은 COMP 핀에 연결되기 때문에 타입 2 루프 보상 네트워크를 사용할 수 있습니다. RCOMP, C COMP 및 
선택 사항 C HF 루프 보상 구성 요소는 안정적인 루프 응답을 달성할 수 있도록 오류 증폭기 게인 및 위상 특성을 구성합니다. 
FB 핀의 절대 최대 정격 전압은 3.8V입니다. 필요한 경우, 특히 차량 로드 덤프 과도 동안 피드백 저항 분배기 입력을 외부 제
너 다이오드로 클램핑할 수 있습니다.

COMP 핀에는 내부 클램프가 있습니다. 최대 COMP 클램프는 셧다운 중에도 최대 COMP 핀 전압을 절대 최대 정격 미만으
로 제한합니다. 최소 COMP 클램프는 무부하 상태에서 고부하로 전환하는 동안 가능한 한 빨리 스위칭을 시작하기 위해 최소 
COMP 핀 전압을 제한합니다. 플라이백 토폴로지에서 FB가 접지에 연결되면 최소 COMP 클램프가 비활성화됩니다.

9.3.9 전력 양호 표시기(PGOOD 핀)

이 장치에는 시퀀싱 및 감시 기능을 간소화해 주는 전력 양호 표시기(PGOOD)가 있습니다. FB 핀 전압이 피드백 기준이하 
전압 임계값(VUVTH)보다 크고 VCC가 VCC UVLO보다 크며, UVLO/EN이 EN 임계값보다 큰 경우 PGOOD는 고임피던스 
오픈 드레인 상태로 전환됩니다. 25μs 디글리치 필터는 과도 현상으로 인한 PGOOD의 잘못된 풀다운을 방지합니다. 권장 
최소 풀업 저항 값은 10kΩ입니다.

PGOOD 핀에서 BIAS 핀으로 연결되는 내부 다이오드 경로로 인해 PGOOD 핀 전압은 VBIAS + 0.3V를 초과할 수 없습니
다.

9.3.10 히컵 모드 과부하 보호(LM51551에만 해당)

장시간 전류 제한 조건이 지속되는 경우 컨버터에 추가적인 보호를 적용하기 위해 LM51551 장치 옵션은 히컵 모드 과부하 
보호 기능을 지원하고 있습니다. LM51551의 내부 히컵 모드 오류 타이머는 주기별 전류 제한이 발생할 때 PWM 클록 주기
를 계산합니다. 히컵 모드 오류 타이머에 전류 제한이 64주기 감지되면 내부 히컵 모드 꺼짐 타이머가 강제로 장치의 스위칭을 
중지하고 SS를 풀다운합니다. 그런 다음 장치는 히컵 모드 꺼짐 시간 32,768주기 후에 다시 시작됩니다. 64주기 히컵 모드 
오류 타이머는 전류 제한 임계값을 초과하지 않고 8회 연속 스위칭 사이클이 발생하는 경우 초기화됩니다. 소프트 스타트 중
에는 히컵 모드 오류 타이머가 활성화되기 때문에 소프트 스타트 시간은 소프트 스타트 동안 히컵 모드 보호가 작동되지 않을 
만큼 충분히 길어야 합니다.

64 cycles of 

current limit

32768 hiccup 

mode off cycles
60 cycles of 

current limit

7 normal 

switching 

cycles

4 cycles of 

current limit

Time

32768 hiccup 

mode off cycles

Inductor Current

그림 9-20. 히컵 모드 과부하 보호

혹독한 부하 과도 상태에서 예기치 않게 히컵 모드가 작동되는 것을 방지하려면 피크 전류 제한을 프로그래밍할 때 더 넉넉하
게 여유를 두는 것이 좋습니다.

9.3.11 최대 듀티 사이클 제한 및 최소 입력 공급 전압

부스트 컨버터를 설계할 때는 최소 공급 전압에서 최대 듀티 사이클을 검토해야 합니다. 목표 출력 전압을 달성할 수 있는 최
소 입력 공급 전압은 최대 듀티 사이클 한도에 따라 제한되며 다음과 같이 추정할 수 있습니다.
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� � � � � �SUPPLY(MIN) LOAD F MAX SUPPLY(MAX) DCR SUPPLY(MAX) DS(ON) S MAXV V V 1 D I R I R R D| � u � � u � u � u
(15)

여기서

• ISUPPLY(MAX) = 최대 입력 전류
• RDCR = 인덕터의 DC 저항.
• RDS(ON) = MOSFET의 ON 저항.

SYNC
MAX1

RT

f
D 1 0.1

f
 � u

(16)

MAX2 SWD 1 100ns f � u
(17)

fRT보다 작은 fSYNC를 공급함으로써 최소 입력 공급 전압을 더 낮출 수 있습니다. DMAX는 DMAX1와 DMAX2 중 더 낮은 쪽입니
다.

9.3.12 MOSFET 드라이버(GATE 핀)

이 장치는 1.5A의 피크 전류를 소싱 또는 싱크할 수 있는 N채널 MOSFET 드라이버를 제공합니다. 피크 소싱 전류는 VCC 
레귤레이션 목표치 6.75V보다 높은 외부 VCC를 공급할 때 더 큽니다. 시동 중, 특히 입력 전압 범위가 VCC 레귤레이션 목표
치보다 낮을 때 VCC 전압은 MOSFET을 완전히 향상시키기에 충분해야 합니다. 시동 중에 MOSFET 구동 전압이 
MOSFET 게이트 플래토(평탄) 전압보다 낮으면 부스트 컨버터가 제대로 시동되지 않을 수 있으며, 높은 전력 소비 상태에서 
최대 듀티 사이클을 유지할 수 있습니다. 더 낮은 임계값 N 채널 MOSFET 스위치를 선택하고 VSUPPLY(ON)를 설정하면 이 
조건을 방지할 수 있습니다. 내부 VCC 레귤레이터의 소싱 기능은 제한되어 있으므로 MOSFET 게이트 전하는 다음 부등식
을 충족해야 합니다.

G@ VCC SWQ f 35mAu �

(18)

셧다운 중 잘못된 턴온을 방지할 수 있도록 내부 1MΩ 저항기는 GATE와 PGND 사이에 연결합니다. 부스트 토폴로지에서는 
C DG MOSFET의 기생 용량 통한 커플링으로 인해 발생하는 잘못된 턴온을 방지하기 위해 65μs의 내부 시동 지연 동안 스위
치 노드 dV/dT를 제한해야 합니다.

9.3.13 OVP(과전압 보호)

이 장치에서는 출력 전압에 대한 OVP를 지원합니다. OVP는 FB 핀에서 감지됩니다. FB 핀의 전압이 과전압 기준점(VOVTH)
을 초과하면 OVP가 트리거되고 스위칭이 중지됩니다. OVP 중에는 내부 오류 증폭기가 작동하지만 최대 소스 및 싱크 용량
은 40μA로 감소합니다.

9.3.14 열 셧다운(TSD)

내부 열 셧다운 기능은 VCC 레귤레이터를 끄고, 스위칭을 비활성화하며, 접합 온도가 열 셧다운 임계값(TTSD)을 초과하면 
SS를 풀다운합니다. 온도가 15°C 하락하면 VCC 레귤레이터가 다시 활성화되고 장치는 소프트 스타트를 수행합니다.

9.4 장치 기능 모드

9.4.1 셧다운 모드

UVLO 핀 전압이 활성화 임계값 미만인 시간이 35μs(일반)를 초과하는 경우 장치는 모든 기능이 비활성화된 상태로 셧다운 
모드로 전환됩니다. 션다운 모드에서 장치는 BIAS 핀 전류 소비를 2.6μA(일반) 미만으로 감소시킵니다.

9.4.2 대기 모드

UVLO 핀 전압이 활성화 임계값보다 크고 UVLO 임계값보다 낮은 시간이 1.5μs를 초과하는 경우 장치는 VCC 레귤레이터 
작동, RT 레귤레이터 작동, SS 핀 접지 및 GATE 출력 스위칭 없음 상태의 대기 모드로 유지됩니다. PGOOD는 VCC 전압
이 VCC UV 임계값보다 높을 때 활성화됩니다.
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9.4.3 실행 모드

UVLO 핀 전압이 UVLO 임계값보다 높고 VCC 전압이 충분하면 장치가 RUN 모드로 전환됩니다. 이 모드에서는 VCC 전압
이 2.85VCC UV 임계값을 초과하는 시점과 VCC 전압이 4.5V를 초과하는 시점 중 먼저 도래하는 시점부터 50μs 후에 소프
트 스타트가 시작됩니다.
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10 애플리케이션 및 구현

주

다음 애플리케이션 섹션의 정보는 TI 구성 요소 사양의 일부가 아니며, TI는 그 정확성 또는 완전성을 보증하지 않
습니다. 자신의 목적에 대한 구성 요소의 적합성 여부를 판단하고, 설계 구현을 검증 및 테스트해 시스템 기능성을 
확인하는 것은 TI 고객 본인의 책임입니다.

10.1 애플리케이션 정보

부스트 컨버터에서 루프 응답과 구성 요소 선택에 관한 내용은 M5155-Q1을 사용해 부스트 컨버터를 설계하는 방법(How to 
Design a Boost Converter Using LM5155-Q1) 애플리케이션 노트를 참조하세요.

10.2 일반적인 애플리케이션

그림 10-1은(는) 부스트 컨버터 설계에 사용되는 모든 선택 사항 구성 요소들입니다.

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

MCU_VCC

LM

CIN

COUT1 RLOAD

Q1

D1

RS

RCOMP CCOMP

RT CSS

RUVLOT

RUVLOS
RFBT

RFBB

CVCC
COUT2

+
±

CHF

RUVLOB
CF

RF

RFRSL

RG

DG

RPG

RBIASCBIAS

CUVLO

RSNB CSNB

그림 10-1. 선택 사항 구성 요소를 포함하는 일반 부스트 컨버터 회로

10.2.1 설계 요구 사항

표 10-1은(는) 이 애플리케이션 예시에서 의도한 입력, 출력 및 성능 매개 변수를 보여 줍니다.

표 10-1. 설계 예제 매개 변수
설계 파라미터 값

최소 입력 공급 전압(VSUPPLY(MIN)) 6 V

대상 출력 전압(VLOAD) 24V

최대 부하 전류(ILOAD) 2A(≈ 48와트)

일반 스위칭 주파수(fSW) 440 kHz

10.2.2 세부 설계 절차

빠른 시작 계산기를 사용하면 LM5155 장치 기반의 애플리케이션 용도로 레귤레이터를 설계하는 과정에 소요되는 시간을 단
축할 수 있습니다. LM5155 부스트 컨트롤러 빠른 시작 계산기(LM5155 Boost Controller Quick Start Calculator)를 다운
로드합니다.

www.ti.com
LM5155, LM51551

KOKS008E – DECEMBER 2018 – REVISED AUGUST 2023

Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated 문서 피드백 제출 25

Product Folder Links: LM5155 LM51551
English Data Sheet: SNVSB75

https://www.ti.com/lit/pdf/SNVA824
https://www.ti.com/lit/pdf/SNVA824
http://www.ti.com/lit/zip/SNVC224
https://www.ti.com
https://www.ti.com/product/LM5155
https://www.ti.com/product/LM51551
https://www.ti.com/lit/pdf/KOKS008
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=KOKS008E&partnum=LM5155
https://www.ti.com/product/lm5155?qgpn=lm5155
https://www.ti.com/product/lm51551?qgpn=lm51551
https://www.ti.com/lit/pdf/SNVSB75


10.2.2.1 WEBENCH® 툴을 사용한 맞춤 설계

WEBENCH® Power Designer와 함께 LM5155x 장치를 사용해 맞춤 설계를 생성하려면 여기를 클릭하세요.

1. 가장 먼저, 입력 전압(VIN), 출력 전압(VOUT) 및 출력 전류(IOUT) 요구 사항을 입력합니다.
2. 최적화 다이얼을 사용해 효율성, 차지 공간 및 원가 등 주요 매개 변수에 맞춰 설계를 최적화하세요.
3. 생성된 설계를 텍사스 인스트루먼트 사의 다른 가능한 솔루션들과 비교해 보세요.

WEBENCH Power Designer는 실시간 가격 및 구성 요소 재고 보유 여부 정보가 포함된 자재 목록과 함께 맞춤형 회로도를 
제공합니다.

대부분의 경우 다음과 같은 작업이 가능합니다.
• 전기 시뮬레이션을 실행하여 중요 파형과 회로 성능을 확인합니다
• 열 시뮬레이션을 실행하여 보드 열 성능을 파악합니다
• 맞춤형 회로도와 레이아웃을 흔히 사용되는 CAD 형식으로 내보내기합니다
• 설계를 위한 PDF 보고서를 출력하고 설계를 동료 직원들과 공유합니다

www.ti.com/WEBENCH에서 WEBENCH 도구에 관해 자세히 알아보세요.

10.2.2.2 권장 구성 요소

표 10-2은(는) 이 일반적인 응용 분야에 대한 권장 소재 목록입니다.

표 10-2. 재료 명세서
참조 지정자 수량 사양 제조사 부품 번호(1)

RT 1 RES, 49.9 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW060349K9FKEA

RFBT 1 RES, 47.0 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW060347K0FKEA

RFBB 1 RES, 2.0 k, 5%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW06032K00JNEA

LM 1 인덕터, 차폐형, 복합, 6.8µH, 18.5A, 0.01Ω, SMD Coilcraft XAL1010-682MEB

RS 1 RES, 0.008, 1%, 3 W, AEC-Q200 Grade 0, 2512 WIDE Susumu KRL6432E-M-R008-F-T1

RSL 1 RES, 0, 5%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603JR-070RL

COUT1 3 CAP, CERM, 4.7 µF, 50 V, ±10%, X7R, 1210 TDK C3225X7R1H475K250AB

COUT2(Bulk) 2 CAP, Aluminum Polymer, 100 µF, 50 V, ±20%, 0.025 Ω, 
AEC-Q200 Grade 2, D10xL10mm SMD Chemi-Con HHXB500ARA101MJA0G

CIN1 6 CAP, CERM, 10 µF, 50 V, ±10%, X7R, 1210 MuRata GRM32ER71H106KA12L

CIN2(Bulk) 1 CAP, 폴리머 하이브리드, 100μF, 50V, ±20%, 28Ω, 10x10 
SMD Panasonic EEHZC1H101P

Q1 1 MOSFET, N-CH, 40 V, 50 A, AEC-Q101, SON-8 Infineon IPC50N04S5L5R5ATMA1

D1 1 Schottky, 60 V, 10 A, AEC-Q101, CFP15 Nexperia PMEG060V100EPDZ

RCOMP 1 RES, 11.3 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW060311K3FKEA

CCOMP 1 CAP, CERM, 0.022 µF, 100 V, ±10%, X7R, AEC-Q200 
Grade 1, 0603 TDK CGA3E2X7R2A223K080AA

CHF 1 CAP, CERM, 220 pF, 20 V, ±5%, C0G/NP0, AEC-Q200 
Grade 1, 0603 TDK CGA3E2C0G1H221J080AA

RUVLOT 1 RES, 21.0 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW060321K0FKEA

RUVLOB 1 RES, 7.32 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW06037K32FKEA

RUVLOS 0 해당 없음 해당 없음 해당 없음

CSS 1 CAP, CERM, 0.22 µF, 50 V, ±10%, X7R, AEC-Q200 
Grade 1, 0603 TDK CGA3E3X7R1H224K080AB

DG 0 해당 없음 해당 없음 해당 없음

RG 1 RES, 0, 5%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603JR-070RL

CF 1 CAP, CERM, 100 pF, 50 V, ±1%, C0G/NP0, 0603 Kemet C0603C101F5GACTU

RF 1 RES, 100, 1%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603FR-07100RL

RSNB 0 해당 없음 해당 없음 해당 없음
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표 10-2. 재료 명세서 (계속)
참조 지정자 수량 사양 제조사 부품 번호(1)

CSNB 0 해당 없음 해당 없음 해당 없음

RBIAS 1 RES, 0, 5%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Panasonic ERJ-3GEY0R00V

CBIAS 1 CAP, CERM, 0.01 µF, 50 V, ±10%, X7R, 0603 삼성전기 CL10B103KB8NCNC

CVCC 1 CAP, CERM, 1 µF, 16 V, ±20%, X7R, AEC-Q200 Grade 
1, 0603 MuRata GCM188R71C105MA64D

RPG 1 RES, 24.9 k, 1%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603FR-0724K9L

(1) 타사 제품의 책임의 한계 법적 고지를 참조하십시오.

10.2.2.3 인덕터 선택(LM)

인덕터를 선택할 때는 인덕터 전류 리플 비율(RR), 인덕터 전류의 하강 기울기, RHP 제로 주파수(f RHP)라는 세 가지 주요 매
개 변수를 고려합니다.

인덕터 전류 리플 비율은 코어 손실과 구리 손실 간의 균형을 이루도록 선택합니다. 인덕터 전류의 하강 기울기는 높은 듀티 
사이클에서 저조파 진동을 방지할 수 있을 만큼 충분히낮아야 합니다(그렇지 않을 경우추가 R SL 저항기가 필요합니다). fRHP
가 더 높으면(= 인덕턴스가 더 낮으면) 크로스오버 주파수가 더 높아지기 때문에 작은 값의 출력 커패시터를 사용할 때 항상 
선호됩니다.

인덕턴스 값은 RR와 FRHP, 그리고 인덕터 하강 기울기 사이에 적절한 절충을 위해 인덕터 전류 리플이 평균 인덕터 전류의 
30%~70% 사이로 설정되도록 선택할 수 있습니다.

10.2.2.4 출력 커패시터(COUT)

적절한 출력 커패시터(COUT) 값을 선택하는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다. 출력 커패시터 값은 출력 전압 리플이나 출력 
오버슈트, 또는 부하 과도로 인한 언더슈트를 기준으로 선택할 수 있습니다.

출력 커패시터의 리플 전류 정격은 출력 리플 전류를 처리하기에 충분해야 합니다. 출력 커패시터를 여러 개 사용하면 리플 전
류를 분할할 수 있습니다. 실제로 세라믹 커패시터는 대부분의 리플 전류를 흡수할 수 있도록 벌크 알루미늄 커패시터보다 다
이오드와 MOSFET에 더 가깝게 배치됩니다.

10.2.2.5 입력 커패시터

입력 커패시터는 입력 전압 리플을 감소시킵니다. 필요한 입력 커패시터 값은 소스 전원 공급 장치의 임피던스에 따라 달라집
니다. 소스 전원 공급 장치의 임피던스가 충분히 낮지 않으면 더 많은 입력 커패시터가 필요합니다.

10.2.2.6 MOSFET 선택

장치의 MOSFET 게이트 드라이버는 VCC에서 공급됩니다. 최대 게이트 충전은 35mA VCC 소싱 전류 제한에 의해 제한됩
니다.

높은 스위칭 주파수 설계에서는 리드리스(리드 없는) 패키지가 권장됩니다. MOSFET 게이트 커패시턴스는 오프 타임 동안 
게이트 전압이 완전히 방전될 수 있도록 크기가 충분히 작아야 합니다.

10.2.2.7 다이오드 선택

쇼트키(Schottky)는 순방향 전압 강하가 적고 역방향 회복 전하가 작기 때문에 D1 다이오드에 선호되는 유형입니다. 쇼트키 
다이오드를 선택할 때 중요한 매개 변수는 낮은 역방향 누설 전류입니다. 다이오드는 반드시 최대 출력 전압과 스위칭 노드 링
잉을 처리할 수 있도록 정격되어야 합니다. 또한 평균 출력 전류를 처리할 수 있어야 합니다.
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10.2.2.8 효율성 추정

부스트 컨버터의 총 손실(PTOTAL)은 디바이스 내 손실(PIC), MOSFET 전력 손실(PQ), 다이오드 전력 손실(PD), 인덕터 전력 
손실(PL) 및 감지 저항기의 손실(PRS)의 합으로 나타낼 수 있습니다.

TOTAL IC Q D L RSP P P P P P � � � �
(19)

PIC는 게이트 구동 손실(PG)과 대기 전류에 의한 손실(PIQ)로 구분할 수 있습니다.

IC G IQP P P �
(20)

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

G G(@VCC) BIAS SWP Q V f u u

(21)

IQ BIAS BIASP V I u
(22)

각 모드에서 IVIN 및 IVOUT 값은 섹션 8.5의 공급 전류 섹션에서 확인할 수 있습니다.

PQ는 스위칭 손실(PQ(SW))과 전도 손실(PQ(COND))로 나눌 수 있습니다.

Q Q(SW) Q(COND)P P P �

(23)

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

Q(SW) LOAD F SUPPLY R F SWP 0.5 (V V ) I (t t ) f u � u u � u

(24)

tR 및 tF는 로우사이드 N 채널 MOSFET 장치의 상승 및 하강 시간입니다. ISUPPLY는 부스트 컨버터의 입력 공급 전류입니다.

2
Q(COND) SUPPLY DS(ON)P D I R u u

(25)

RDS(ON)는 MOSFET의 ON 저항이며 MOSFET 데이터 시트에 지정됩니다. 자가 발열로 인한 RDS(ON) 증가를 고려하십시
오.

PD는 다이오드 전도 손실(PVF)과 역회복 손실(PRR)로 구분할 수 있습니다.

D VF RRP P P �
(26)

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

VF F SUPPLYP (1 D) V I � u u
(27)

RR LOAD RR SWP V Q f u u
(28)

QRR은 다이오드의 역회수 충전으로 다이오드 데이터 시트에 지정되어 있습니다. 다이오드의 역회복 특성은 특히 출력 전압이 
높을 때 효율에 큰 영향을 미칩니다.

PL은 DCR 손실(PDCR)과 AC 코어 손실(PAC)의 합입니다. DCR은 인덕터 데이터 시트에 언급된 인덕터의 DC 저항입니다.
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L DCR ACP P P �
(29)

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

2

DCR SUPPLY DCRP I R u
(30)

AC SWP K I f
E D u' u

(31)

SUPPLY

SW

M

1
V D

f
I

L

u u

'  

(32)

∆I는 피크 vs 피크 인덕터 전류 리플입니다. K, α 및 β는 인덕터 제조업체가 제공할 수 있는 코어 의존 요인입니다.

PRS는 다음과 같이 계산됩니다.

2

RS SUPPLY SP D I R u u
(33)

전력 컨버터의 효율은 다음과 같이 추정할 수 있습니다.

LOAD LOAD

TOTAL LOAD LOAD

V I
Efficiency

P V I

u
 

� u
(34)

10.2.3 애플리케이션 곡선

ILOAD [A]

E
ff
ic

ie
n

c
y
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그림 10-2. 효율성
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10.3 시스템 예시

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

그림 10-3. 일반 부스트 애플리케이션

- +
= 3.5V - 45V

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

From MCU

To MCU

Car

Battery

O
p

ti
o

n
a

l
그림 10-4. 일반 시동-정지 애플리케이션

-

+

= 2.97V - 16V

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

From MCU

1-cell or

2-cell 

Battery

= 12V / 24V

그림 10-5. 비상 통화/부스트 온디맨드/휴대용 스피커
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BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY
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그림 10-6. 일반 SEPIC 애플리케이션

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

From MCU

= 30V-150V

Inductance should be small enough 

to operate in DCM at full load

그림 10-7. LIDAR 바이어스 전원 공급 1

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOAD

VSUPPLY

> 150V-200V

Voltage 

Tripler

Inductance should be big enough 

to operate in CCM 

그림 10-8. LIDAR 바이어스 전원 공급 2
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BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

System Power

To MCU 

(Fault Indicator)

그림 10-9. 저비용 LED 드라이버

BIAS

VCC

GATE

CS

PGND

FB COMPSS

RT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOADVSUPPLY

Optional Primary-Side 

Soft-Start

= 5V/12V

그림 10-10. 2차측 조절형 절연 플라이백
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BIAS

VCC

GATE

CS

PGND

FBCOMPSS

RT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOAD2

VSUPPLY

= +12V

VLOAD3 = -8.5V

VLOAD1 = 3.3V/5V +/- 2%

System Power

To MCU

그림 10-11. 1차측 조정 다중 출력 절연 플라이백

BIAS

VCC

GATE

CS

PGND

FBCOMPSS

RT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VSUPPLY

System Power

To MCU

VLOAD

그림 10-12. 일반 비절연 플라이백
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BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VSUPPLY

ILED

그림 10-13. 고압측 전류 감지를 지원하는 LED 드라이버

TPS9261x

BIAS VCC GATE

CS

PGND

FB

COMPSSRT

PGOOD

AGND

UVLO/SYNC

VLOAD

VSUPPLY

System Power

To MCU 

(Fault Indicator)

= 13V

TPS9261x TPS9261x TPS9261x

TAIL BRAKE TURN BACKUP

= 3.5 � 45V

그림 10-14. 2상 오토모티브 후방 조명 LED 드라이버

10.4 전원 공급 장치 권장 사항

이 장치는 전압 범위가 1.5V~45V인 전원 공급 장치 또는 배터리에서 작동하도록 설계되었습니다. 입력 전원 공급 장치는 반
드시 최대 부스트 공급 전압을 공급하고 1.5V에서 최대 입력 전류를 처리할 수 있어야 합니다. 케이블을 포함한 전원 공급 장
치 및 배터리의 임피던스는 입력 전류 과도로 인해 과도한 강하가 발생하지 않을 정도로 충분히 낮아야 합니다. 컨버터의 공급 
입력에는 추가적인 입력 세라믹 커패시터가 필요할 수 있습니다.
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10.5 레이아웃

10.5.1 레이아웃 지침

스위칭 컨버터의 성능은 PCB 레이아웃의 품질에 따라 크게 좌우됩니다. 다음은 사용자가 최상의 전력 변환 성능과 열 성능을 
갖춘 PCB를 설계하고 원치 않는 EMI 생성을 최소화하는 데 유용한 지침입니다.

• Q1, D1 및R S 구성 요소를 먼저 보드에 배치합니다.
• COUT 에 소형 세라믹 커패시터를 사용합니다.
• 스위칭 루프(COUT --> D1 --> Q1 --> RS --> COUT)는 최대한 작게 만듭니다.
• D1 다이오드 부근에 열 발산을 위한 구리 영역을 남겨 둡니다.
• 장치를 RS 저항기 가까이에 배치합니다.
• CVCC 커패시터는 장치에 최대한 가까이, VCC와 PGND 핀 사이에 배치합니다.
• 넓고 짧은 트레이스를 사용해 PGND 핀을 감지 저항기의 중앙에 직접 연결합니다.
• CS 핀을 감지 저항기 중앙에 연결합니다. 필요한 경우 비아(via)를 사용합니다.
• CS 핀과 전원 접지 트레이스 사이에 필터 커패시터를 연결합니다.
• COMP 핀을 보상 구성 요소(RCOMP 및 CCOMP) 사이에 연결합니다.
• CCOMP 커패시터를 전원 접지 트레이스에 연결합니다.
• AGND 핀을 아날로그 접지면에 직접 연결합니다. AGND 핀을 RUVLOB, RT, CSS 및 RFBB 구성 요소에 연결합니다.
• 노출된 패드를 장치 아래의 AGND 및 PGND 핀에 연결합니다.
• GATE 핀을 Q1 FET의 게이트에 연결합니다. 필요한 경우 비아(via)를 사용합니다.
• 스위칭 신호 루프(GATE --> Q1 --> RS --> PGND --> GATE)는 최대한 작게 만듭니다.
• 장치에서 열을 전도하는 데 도움이 되도록 노출된 패드 아래에 비아(via)를 여러 개 추가합니다. 하단 레이어의 큰 접지면

에 비아를 연결합니다.
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10.5.2 레이아웃 예시
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그림 10-15. PCB 레이아웃 예시 1
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그림 10-16. PCB 레이아웃 예시 2
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11 장치 및 문서 지원
11.1 장치 지원

11.1.1 타사 제품 고지 사항

타사 제품 또는 서비스에 대한 정보를 TI가 게시하는 것은 해당 제품 또는 서비스의 적합성 또는 해당 제품 또는 서비스에 대
한 보증, 표현 또는 보증을 단독으로 또는 모든 제품 또는 서비스와 결합하여 구성하는 것이 아닙니다.

11.1.2 개발 지원

개발 지원에 관한 사항은 다음의 내용을 참조하세요.
• LM5155 부스트 컨트롤러 빠른 시작 계산기

11.1.2.1 WEBENCH® 툴을 사용한 맞춤 설계

WEBENCH® Power Designer와 함께 LM5155x 장치를 사용해 맞춤 설계를 생성하려면 여기를 클릭하세요.

1. 가장 먼저, 입력 전압(VIN), 출력 전압(VOUT) 및 출력 전류(IOUT) 요구 사항을 입력합니다.
2. 최적화 다이얼을 사용해 효율성, 차지 공간 및 원가 등 주요 매개 변수에 맞춰 설계를 최적화하세요.
3. 생성된 설계를 텍사스 인스트루먼트 사의 다른 가능한 솔루션들과 비교해 보세요.

WEBENCH Power Designer는 실시간 가격 및 구성 요소 재고 보유 여부 정보가 포함된 자재 목록과 함께 맞춤형 회로도를 
제공합니다.

대부분의 경우 다음과 같은 작업이 가능합니다.
• 전기 시뮬레이션을 실행하여 중요 파형과 회로 성능을 확인합니다
• 열 시뮬레이션을 실행하여 보드 열 성능을 파악합니다
• 맞춤형 회로도와 레이아웃을 흔히 사용되는 CAD 형식으로 내보내기합니다
• 설계를 위한 PDF 보고서를 출력하고 설계를 동료 직원들과 공유합니다

www.ti.com/WEBENCH에서 WEBENCH 도구에 관해 자세히 알아보세요.

11.2 문서 기록 지원

11.2.1 관련 문서

관련 문서는 다음을 참조하세요.
• 텍사스 인스트루먼트, LM5155EVM-BST 사용자 가이드
• 텍사스 인스트루먼트, LM5155-Q1을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
• 텍사스 인스트루먼트, LM5155EVM-FLY 사용자 가이드
• 텍사스 인스트루먼트, LM5155-Q1을 사용하여 절연형 플라이백 컨버터를 설계하는 방법

11.3 문서 업데이트 알림 수신

문서 업데이트 알림을 받으려면 ti.com에서 장치 제품 폴더로 이동하십시오. 업데이트 구독을 클릭하여 등록하고 변경된 제품 
정보의 요약을 매주 받아 보십시오. 변경 내용에 대한 자세한 내용은 수정된 문서에 포함된 수정 기록을 검토하십시오.

11.4 지원 리소스

TI E2E™ 지원 포럼은 엔지니어가 빠르고 검증된 답변과 설계 지원을 제공하는 믿을 수 있는 출발처입니다. 기존 답변을 검색
하거나 궁금한 점을 직접 질문하여 필요한 빠른 설계 지원을 받을 얻을 수 있습니다.

링크된 콘텐츠는 각 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공됩니다. 이러한 정보는 TI의 사양으로 간주되지 않으며 TI의 견해를 반
드시 반영하는 것은 아닙니다. TI의 사용 약관을 참조하십시오.

11.5 상표
TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
WEBENCH® is a registered trademark of Texas Instruments.
모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.
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11.6 정전기 방전 주의
이 집적 회로는 ESD에 의해 손상될 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트는 모든 집적 회로를 다룰 때 적절한 예방책을 둘 것을 권장합니
다. 적절한 취급 및 설치 절차를 준수하지 않으면 손상될 수 있습니다.

ESD 손상은 미묘한 성능 저하부터 완전한 장치 장애까지 다양합니다. 정밀 집적 회로는 매우 작은 매개 변수 변경으로 장치가 게시된 사
양을 충족하지 못하게 될 수 있으므로 손상에 더 취약할 수 있습니다.

11.7 연산 증폭기 용어

TI 용어 설명 이 용어집에서는 용어, 약어 및 정의를 나열하고 설명합니다.

12 기계적, 포장 및 주문 가능 여부 정보

다음 페이지에는 기계적, 포장 및 주문 가능 여부 정보가 포함되어 있습니다. 이 정보는 지정 장치에 대해 제공되는 최신 데이
터입니다. 이 데이터와 본 문서는 사전 예고 없이 변경 및 수정될 수 있습니다. 이 데이터 시트의 브라우저 기반 버전은 왼쪽 탐
색창을 참조하세요.
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중요 알림 및 고지 사항
TI는 기술 및 신뢰성 데이터(데이터시트 포함), 디자인 리소스(레퍼런스 디자인 포함), 애플리케이션 또는 기타 디자인 조언, 웹 도구, 안전 정보 및 기타 리소
스를 "있는 그대로" 제공하며 상업성, 특정 목적 적합성 또는 제3자 지적 재산권 비침해에 대한 묵시적 보증을 포함하여(그러나 이에 국한되지 않음) 모든 명
시적 또는 묵시적으로 모든 보증을 부인합니다.

이러한 리소스는 TI 제품을 사용하는 숙련된 개발자에게 적합합니다. (1) 애플리케이션에 대해 적절한 TI 제품을 선택하고, (2) 애플리케이션을 설계, 검증, 
테스트하고, (3) 애플리케이션이 해당 표준 및 기타 안전, 보안, 규정 또는 기타 요구 사항을 충족하도록 보장하는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다.

이러한 리소스는 예고 없이 변경될 수 있습니다. TI는 리소스에 설명된 TI 제품을 사용하는 애플리케이션의 개발에만 이러한 리소스를 사용할 수 있는 권한
을 부여합니다. 이러한 리소스의 기타 복제 및 표시는 금지됩니다. 다른 모든 TI 지적 재산권 또는 타사 지적 재산권에 대한 라이선스가 부여되지 않습니다. 
TI는 이러한 리소스의 사용으로 인해 발생하는 모든 청구, 손해, 비용, 손실 및 책임에 대해 책임을 지지 않으며 귀하는 TI와 그 대리인을 완전히 면책해야 합
니다.

TI의 제품은 ti.com에서 확인하거나 이러한 TI 제품과 함께 제공되는 TI의 판매 약관 또는 기타 해당 약관의 적용을 받습니다. TI가 이러한 리소스를 제공한
다고 해서 TI 제품에 대한 TI의 해당 보증 또는 보증 부인 정보가 확장 또는 기타의 방법으로 변경되지 않습니다.

TI는 사용자가 제안했을 수 있는 추가 또는 기타 조건을 반대하거나 거부합니다. IMPORTANT NOTICE
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PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
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